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近年注目されている IoT (Internet of Things)市場では、低電圧動作、低消費電力な不揮発性メモ

リー製品を要求されている。今回我々は、低電圧動作、低リーク電流を持つ優れた PbLa(Zr,Ti)O3 (PLZT)

の成膜プロセスを開発した。強誘電体キャパシタを低電圧動作させるためには、PLZT を薄膜化する必

要がある。しかし、PLZT 膜を薄膜化しただけでは、電極と強誘電体膜の界面層の影響で、キャパシタ

の飽和分極量が小さくなる。さらに、PLZT 膜にかかる電界が大きくなるので、リーク電流が増大して

しまう。今回は、0.18 μm CMOS 製造プロセスを用いて、積層強誘電体キャパシタを形成した。キャパ

シタの電極、積層強誘電体膜及びバッファ層の成膜にはスパッタリング法を用いた。バッファ層の上

に、{111}配向した Pt 下部電極膜を形成し、その上に第一アモルファス PLZT を成膜した。次に、この

PLZT 層を熱処理により結晶化し、第一 PLZT より薄い第二アモルファス PLZT を成膜した。さらに、そ

の上に IrOx上部電極を形成し、熱処理により第二アモルファス PLZT を結晶化した。従来の強誘電体膜

厚 150nm の単層 PLZT 膜(◆)、それを薄膜化した 120nm 単層 PLZT（◇）、および新たなプロセスにより

形成した積層 PLZT（●）を用いて作製したキャパシタの分極特性・印加電圧依存性及び電流・電圧特

性を図１、２にそれぞれ示す。従来の単層 PLZT（◆）を薄膜化したキャパシタ（◇）は印加電圧に対

して分極特性の立ち上がりは良くなるが、飽和分極量が低くなり、リーク電流が一桁上昇する。それに

対して、新たなプロセスで形成した薄膜化積層 PLZT キャパシタ（●）は分極特性の立ち上がりは良好

なまま、従来と同等以上の飽和分極量が得られ、リーク電流を一桁以上低減できた。これは、積層強誘

電体キャパシタ上部電極の形成条件及び熱処理方法を工夫することによって、上部電極と強誘電体膜

の界面を制御した結果である。 
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